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半導体装置の製造方法

半導体素子、半導体レーザ素子

半導体素子の製造の際にマスクとして用いられる酸化シリコン膜を簡単な方法で除
去する。

酸化シリコン膜の除去には取り扱いや廃棄処理が面倒な弗酸系のエッチャントが
不可欠であったが、本発明によればこの弗酸系のエッチャントを用いることなく酸
化シリコン膜を除去できるので、廃液処理や取り扱いに要する手間やコストが軽
減できる。

表面の孤立した状態にある酸化シリコン膜を有する基板を有機アルカリ液中に浸
漬した後、基板を水などの液体に浸漬して超音波を加え、孤立状態にあった酸化
シリコン膜を除去する。


